PEQUENA SENAL NMOS

Parte 1 —> POLARIZACION (VGS, VDS, ID)
Parte 2 —> MODELO DE PEQUENA SENAL

Obtener el modelo de peguena senal para

RD frecuencias bajas, del transistor presente en el
RG1 siguiente circulto:
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POLARIZACION
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PASOS A SEGUIR PARA POLARIZACION

1. Planteo corrientes y tensiones de circuito

2. Obtengo las expresiones de las mallas que lo componen

3. Supongo régimen de saturacion

4. Resuvelvo

5. Verifico si es correcta la suposicion de saturacion

6. Si la suposicion fue erroneaq, planteo otro regimen y vuelvo al
punto 4 hasta encontrar un resultado acorde con la suposicion




POLARIZACION
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Satos POLARIZACION

Vi =15V Suponiendo régimen de saturacion y despreciando el efecto de
o Cl W modulacion del largo del canal

— 0.498 mA/V?
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Utilizando la expresion de la malla Il e ID obtenemos el valor de VDS
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Vs = 3.656V

Verificamos la condicion de saturacion
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! 3.656V = 3V — 1.5V = 1.5V




MODELO DE PEQUENA SENAL

El modelo de pequena senal se compone a partir de los siguientes pardmetros:
am, roy gmb
Se organizan de la siguiente manera para crear el modelo circuital:
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TRANSCONDUCTANCIA gm

Esta relacionado fisicamente con la variacion de la carga de inversion del canal
ante variaciones de la tension VGS
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RESISTENCIA DE SALIDA

Esta relacionado fisicamente con la variacion del largo efectivo del canal de
inversion ante variaciones de la tension VDS
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TRANSCONDUCTANCIA DE BACKGATE gmb

Esta relacionado fisicamente con la variacion de la carga de inversion del canal
ante variaciones de la tension VBS
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En el modelo de pequena senal este pardmetros estd asociado con una fuente de
corriente controlada por vbs y ya que los terminales de BULK y SOURCE estan
cortocircivitados, estd fuente de corriente desaparece.
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MODELO DE PEQUENA SENAL
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